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Isda As.Se; va 10; 20; 30; mol % As,Te; birlagmalori asasinda alinan
As.Se; — As.Te; siisovart birlagmalari ii¢iin istilikkegcirma amsalinin niimunanin
tarkibindan, onun barkliyindan, qurulusundan va temperaturdan asililigl oyra-
nilmigdir. Istilikkegirma amsali 100-500 K temperatur intervalinda tadqiq
olunmugdur. Miioyyan olunmusdur ki, As.Se; — As.Te; siisovart birlagsmalari tex-
noloji prosesdan asili olaraq ham amorf va ham da kristal qurulusda alinir.
Amorf birlagmalarda istilikkegirma elextromagnit giilalanmast hesabina bag verir
va temperaturun artmasi ilo onun adadi qiymati artir. Amma xristal birlogma-
lordo isa istilikkegirma osason fononlarin hesabina bas verir va temperaturun
artmast ila istilikxecirma amsall azalir.

Halkogen ssasli yeni terkibli termoelektrik materiallarin alinmasi
ve omnlarin istilik ve termoelextrix xasselrinin her terefli tedqigi hem
elmi vo hom de praxtix cehetden xiisusi ehemiyyete malixkdir. Belo bir-
losmolorden biri de miuxtelif mol. faizli As,Se; vo As,Te; birlogmelori
asasinda alinan As,Se; — As,Te; sugovar: sistemlordir.

Idebiyyatdan [1,2] melumdur i, As,Se; vo As,Te; arintilori tor-
Kibdeki elementlorin bir-birini svezetmes dersacesine gore siuisavari ve Kris-
tallik oblastlarda bir muxtelif davamli birlesmelor emele gotirirlor. Apa-
rilan rentgen qurulus tehlili gosterir ki, As,Se; — As,Te; sisteminin poli-
kristal niimunslerinds Te atomlarinin xonsentrasiyasinin 40—60 mol %
intervalinda deyismesi hesabina arintinin qurulugsunda mueyyen deyisiy-
lixk musahide olunur. As,Se; vo As,Te; sisteminin 2:1, 1:1 ve 1:2 nisbe-
tinde iki kristallix modifikasiya; algagomlu ve yuksexomlu modifikasi-
yalar emale golir. Algagomlu modifikasiya birlesmenin berxk mehlulu
140-150°C temperaturda birlosmenin 1,5-2 saat termix islonmosi, yiik-
sokomlu modifikasiya ise birlosmenin t > 200°C temperaturda 2-3 saat
termik islonmesi yolu ile alinir. Musyyen olunmusdur ki, sn yuKsek
simmetriya qurulugsuna malix As,Se; vo As,Te; birlosmalori torkibin nis-
batinin 1:1 nisbatinde alinir. Bu qurulusda Se " ve Te? ionlarinin ar-
dicil duzulusu yaranir ve oxtoedrin bos olan 2/3 hissesi arsen atomlar:
ile tutulur. Praktik ehemiyyeti olan halkogen ssasli stugevar: kristallarin
diger fiziki xasseleri ile yanasi onun istilix xasselorinin de tedqiqi meahz
bu baximdan maraqghidir.

Isde As,Se; vo ham de 10; 20; 30; mol % As,Te; birlogsmesi alave

olunmus, daha ¢ox amorf tebistli As,Se; — As,Te; sistemi vo 60 mol %
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kristal quruluslu As,Se; — As,Te; sistem birlosmelorinin istilikkegirmesi
100-500 K temperatur intervalinda tedqiq olunmusdur. Istilikkegirme
amsal1 tadgiqat tsulu ve qurgusu [3] - de gosterilmis qurguda stasionar
temperatur rejiminde aparilmigdir. Numunelorin sintezi tug¢iun temizlix
derecesi 99,9 % olan B-3 markali arsendsn, 99,9 % olan selendsn vo
99,9 % olan tellurdan istifade olunmusdur. Ilkin madde ampulaya toxiil-

. -2 . .. o .
diikden sonra ampulanuin havasi 107" mm civa siit. tezyiqine gader so-

ruldugdan sonra qarisiq avvalce 600 °C temperatura goder saatda 200 °C
stretle qizdirilib ve hemin temperaturda 1 saat saxlanilmis, sonra am-
pulanin temperaturu 900 °C temperatura ximi saatda 150 °C siiretle qiz-
dirilaraq, hemin temperaturda 6-8 saat saxlanildigdan sonra hamogen
arinti alinmisdir.

As—Se sistemi ticiin hal diaqrami 1-ci sekilde, As—Te sistemi t¢lin
hal diaqrami ise 2-ci sekilde verilmisdir. Diagramdan goérunur ki, As—Se
sistemi iki Konqruent sriyen birlosme amale gotirir: As,Se; ve AsSe. Ar-
sen-tellur diagramindan mieyysn olunmusdur ki, 858°C temperaturunda
monotektik reaksiya gedir vo 862°C temperaturda As,Te, birlosmesi ya-
ranir. Tedqiq olunan birlesmenin kristali erintinin otaq temperaturuna
goder xususi rejimde soyudulmasi ile alinma usulu [4]-de gosterildiyi
kimi erintiden tedrici soyutma tisulu ile alinmigdir. Mieyyen olunmus-

dur ki, As,Se; — As,Te; birlosmesi foza qrupu P2, /n—CZSh olan monoxklin

gefesde kristallasir. As,Se; ve As,Te; birlosmoelorinde atomlar arasi rabi-
tonin uzunlugu As,Se; birlosmesi ii¢iin uygun olaraq 2,35--2,48 A° ,
As,Te, tigiin ise 2,7--8,1A° arasinda deyisir [1].
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Sexkil 1. As-Se sistemi tigiin hal diaqramai. Soxil 2. As-Te sistemi {igiin

hal diaqramai.

Alinan birlegsmelerin sixlig: hidrostatix usulla teyin olunmusdur.
Birlesmoelorin terkiblerinden asili olaraq ntimunelerin sixlig: 4742+4,957;
sn

tortibinde olmusdur.
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Alnan birlesmenin bircinsliliyi yoxlanildigdan sonra birlesmeden
paralelopiped formali numiineler hazirlanmisdir. Ol¢ii prosesinde qizdi-
rici ve soyuducu arasindaxi istilik ve elextrik rontaxtini yaxsilagdirmaq
moagseodile numunanin oturacaqlarina vakuumda buxarlandirma usulu ile
gumis xkontaxtlar: ¢oxilmigdir.

Todqiq olunan numunsler ti¢gun istilikkeg¢irme samsalinin tempera-
tur asililig1 3-cu sokilde gosterilmisdir.
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Sokil 3. As,Se, — As,Te,

sistemi li¢lin istilikke¢irmonin temperatur asililigi
1. amof As,Se; 2. 10 mol % As,Te; 3. 20 mol % As,Te;
4. 30 mol % As,Te; 60 mol. % As,Te; (kristal)/

Sekilden goriinir ki, As,Se; birlosmoesi liclin vo hom de miixtelif mol. %
As,Te; birlosmoesi alave olunmus As,Se; — As,Te,; sistemi tiguin istilikke-
¢irme emsalinin temperatur asililiginin xaraxteri oxgardir. Temperatu-
run 100-500 K intervalinda deyismesinde temiz As,Se; birlosmosi tigtin
istilikegirme omsali 11-107°Vt-sm™' K -den 1,9-107°Vt-sm™' K qiymetine
geder artir. Anoloji artim muxtelif mol faizli As,Se; — As,Te; sistemi
tucin de musahide olunur. Sexilden goérunur ki, terxibde As,Te; birles-
mosinin artmasi1 hom birlosmenin istilikkegirmosinin giymetine ve hom
ds onun temperatur asililiginin xaraxterine de tesir edir. Miisahids olu-
nan bu artim As,Se; — As,Te; sistemine daxil olan As,Te; komponentinin
artmasi ile As,Se; birlogsmoesinde atomlar arasi rabitenin deyismaesi ile
alagedardir. 9debiyyatdan [6] melumdur i, temiz stugevar: selen birlos-
mosinde molexkullararas1 zeif Van-der-Vaals rabitesi mévcuddur. Birles-
mode selen atomlarinin arsenls avez edilmasi hesabina selenin yaratdig:
zancirvari elage gismen qirilir ve bu slage feza toru ile evez olunur. Be-
lalixle, atomlar arasi kovalent rabite artir. Buna gore de niimunenin
mikrobarkliyi, elastixlik emsali ve diger xaraxterik parametrlor artir.
Bu xemiyyeatlorin artmasi ise fonon istilikkeg¢irmesinin artmasina sebeb
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olur. Adeten amorf maddelerds serbast yolun orta uzunlugu molexullar
aras1 moesafeye baraber goturulir. Ona gore de fonomnlarin bele madds-
lorde xenar fluktasiyalardan sepilmesi ¢ox da shemiyyet kesb etmir.
Amma birlogsmenin mikroberkliyinin artmasi nimunenin istilikkegirma-
sine sebeb olur. Mikroberkliyin artmasi fononlarin sepilmesinin azalma-
sina ve miuhitde elastiki dalgalarin yayilma stiretinin artmasina sebeb
olur. Mikroberkliyin terkibdexi As,Te; xomponentdsen olan asililigindan
aydin olmusdur i, As-Se sisteminde 30 mol % As,Te; oldugda rovalent
rabite teqriben 8 defe artir (sekil 4).
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Soxkil 4. As,Se; — As,Te; sistemi tigiin mikrobarkliyin terribdexi
As,Te; birlosmasinden asililigi.

Bu birlesmsaler tigin temperaturun artmasi ile istilikkeg¢irme amsa-
linin monoton artimi xaraxterikdir. Tedqiq olunan birlesmelor {igiin
otaq temperaturunda Videman-Frans qanununa gore hesablanmig isti-
. . . . -5 -1 . .
likkegirmoe emsalinin elextron hissesi ~10 " Vz-sm K tortibindedir. Bu
ise Umumi istilikke¢irmoanin 1,5-2 % -ni teskil edir. Todqiq olunan bir-
losmalorde istilikkegirmonin misahide olunan temperatur asililigi c¢ox
giman ki, elektromaqnit stialanmasi1 hesabina yaranan foton istilikke-
¢irmesi ile slagadardir. Istilkkec¢irmenin foton Komponenti niimunsnin
udma amsali, maddenin sindirma smsali ve temperaturla agsagidax: ximi
alagedardar:
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Optik izotrop maddeler tgun istilikkeg¢irmenin foton Komponenti miitleq
temperaturun uglincii derscesi ile miitenasibdir. Belo asililiq da tedqiq
olunan numuneler uU¢iin miusahide olunur. Istilikkegirmes emsalinin tem-
peratur asililigindan gorunur ki, amorf ve Kristallik quruluslu birlesms-
lor tgun istilikkegirme emsalinin temperatur asililiginin xaraxteri forq-
lidir. Belo ki, amorf birlogsmelor tg¢un istilikkeg¢irma smsali temperatu-
run artmasi ile artdigi halda 900 °C temperaturda xristallasmis As,Se; —
As,Te; sistemi ugln ise istilikkegirme amsali biitin temperatur interva-
linda exsponensial ganunla azalir. Temperaturun 100 —500 °C interva-
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linda deyismesile istilikkec¢irme omsalinin giymeti 48.107

3,0-107°

-a goder azalir. Belolixkle, miieyyen olunmusdur i, tedqiq

sm
olunan temperatur intervalinda As,Se; — As,Te; kristalinda istilikkegir-
mode esasen fononlar istirak edir. Analoji asililiglar [6,7] —de de musa-
hide olunmusdur.
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TEILIOIIPOBOJJHOCTH CTEKJIOOFPA3HBIX CUCTEM COEJUHEHHIT
As,Se, — As.Te,

IO.I'' HYPVJUIAEB, BI.CAPAPOB, CK.HOBPY30BA,
H.C.CAPJAPOBA, C.X.XAJINJIOB

PE3IOME

B pa6oTe H3yueHa 3aBHCHMOCTb K0 GHLIEHTa TEIUIONPOBOFHOCTH, CTEKI000pa3HbIX
coenpHeHHit  AS,Se, — As,Te;, nonyueHHsIX Ha ocHoBe coenpHeHHit As,Se; u 10; 20; 30

mon % As,Se; oT cocTaBa, TBEpPAOCTH, CTPYKTYp 0oGpasLioB, Temriepatypsl. KosddHipeHT

TEIUIONPOBOIHOCTH HccJieoBaH B HHTepBasie Temriepatyp 100-500 K. YcrtaHOBiIEHO, 4TO B
3aBHCHMOCTH OT TEXHOJIOTHYECKOIOo Ipollecca IojydaeTcsi aMop¢Hasi H KPHCTaJUIHYecKast

CTPYKTYpbI CTek1000pasHbIx coeuHeHHH AsS,Se; — As,Te;. TeruonpoBogHocTs B amopd-

HBIX COEJJHHEHHSX TP OHCXOJIHT 3a-CUET HJIEKTP OMaTrHHUTHOT'O H3JIyYEHHS H €ro YHUCJIEHHOE 3Ha-
YeHHe BO3pacTaeT ¢ TeMIIEpaTypoH. B KpHCTaUIHYECKHX COEQHHEHHSX, TEIUIONpOBOJHOCTD
TIPOHCXOIHT 3a c4eT (POHOHOB H K03 IHIMEHT TEIUIONP OBOJHOCTH IPH 3TOM YMEHbIIAETCA ¢
POCTOM TeMITEpaTyPhL.
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THERMOL CONDUCTION OF GLUSS-LIKE SYSTEM OF As,Se;, — As,Te,

Y.G.NURULLAEYV, V.H.SAFAROV, S. K.NOVRUZOVA,
N.S.SARDAROVA, S.X.XALILOV

SUMMARY

In this the dependence of thermol conduction coeficience of the glass-like system
As,Se; — As,Te,, prepared on the basis of As,Se; and 10; 20; 30 mol % As,Se;, on the

He composition, of structure of samples and temperature are studied. The coefficicuce of ther-
mal conduction were investigated in the temperature range of 100-500 K. in is established that
depending on the technological regime were prepared the amorphous and crystal structure of

glass-like As,Se, — As,Te;. The thermal condiction of amorphous system is take place be-

cause of electroenernetic radiation and increnses with inereasing the temperature. In crystalline
system, the thermol conduction is place because of photons and coefficience of thermol condic-
tion in this case decrenses with incrensing temperature.
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